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※概要（Summary）： 
現在の半導体デバイスの配線には銅やタングステンなど

の金属が用いられているが、LSI の微細化に伴いこれら

の金属配線に替わる低抵抗かつ高電流密度耐性の材料

が求められている。我々は、カーボンナノチューブやグラ

フェンを配線材料として利用する研究を行っている。多層

グラフェンは層間に特定の物質をインターカレーションす

ることで抵抗が下がると言われているが、微細配線応用に

関する報告例は少ない。今回我々は、微細配線応用を念

頭に、多層グラフェンへインターカレーションを行い、ラマ

ン分光･抵抗などの変化を調べるため、NPF の設備を利

用して、グラフェンの微細加工や電極の作製を行った。 
 

※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・スパッタ装置 ・真空蒸着装置 ・マスクレス露光装置 
・Ar ミリング装置 ・スピンコーター ・ホットプレート 
・プラズマアッシュー ・RIE 装置 ・ナノサーチ顕微鏡 
・ラマン分光装置 
 持ち込みの HOPG から剥離した多層グラフェン付き基

板上のグラフェン上には多層グラフェンが点在しており、

マスクレス露光装置を使用して、グラフェン上に電極・配

線パターンを転写した。その上からスパッタ装置または真

空蒸着装置を使用して電極金属を成膜、リフトオフするこ

とで電極を得た。また、ナノサーチ顕微鏡、ラマン分光法

によりグラフェンの評価を行った。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

基板上に点在するグラフェンの中から、あらかじめ

ラマン分光装置、ナノサーチ顕微鏡で層数の評価を行

った。それらの中から配線に都合の良い層数、形状の

ものを選び、電極・配線パターンの形成を行った。

Fig.1 はマスクレス露光装置を使用してグラフェン上

に形成した電極パターンの光学顕微鏡写真である。マス

クレス露光装置は CCD カメラで狙った場所にパターン

形成可能であり、幅 2μm 程度のグラフェン上へ、電極・

スペース間 2μm の 4 端子測定用電極を形成した。電極

金属はスパッタ装置または真空蒸着装置で Au：

100~300nm を成膜した。 

※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
グラフェンへ影響を与えない電極形成方法 
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Fig.1 Microscopic image of electrode pattern 
on an interconnection of multi–layer 
graphene 


